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n 概要
　MSM518121Aは、128Kワ－ド×8ビットのダイナミックランダムアクセスメモリ（RAM）ポ－ト
と、256ワ－ド×8ビットのシリアルアクセスメモリ（SAM）ポ－トを搭載したマルチポ－トメモリで
す。
　RAMポ－トとSAMポ－トは独立にアクセスすることができ、RAM-SAM間のデ－タ転送では、１サ
イクルで、256×8ビットのデ－タを双方向に転送することが可能です。また、RAMポ－トには、従来
の動作モードに加え、ライトパービット機能を採用し、8つのデータ入力端子から任意に書き込みビッ
トが指定可能です。
　入出力は全てTTLコンパチブルです。また、SAMポ－トはスタティック回路を使用していますので
リフレッシュは不要です。

n 特長
lマルチポ－ト構成
RAMポ－ト : 128Kワ－ド×8ビット
SAMポ－ト : 256ワ－ド×8ビット

lRAMポ－ト : 高速ペ－ジモ－ド
RASオンリィリフレッシュ、CASビフォアRASリフレッシュ、ヒドゥンリフ
レッシュ、ライトパ－ビット

lSAMポ－ト : シリアルリ－ド／ライト、ポインタコントロ－ル
l転送 : リ－ド転送、リアルタイムリ－ド転送、ライト転送、擬似ライト転送
lリフレッシュ : 512リフレッシュサイクル／8ms
l電源 : 5V±10％
l入出力 : TTLコンパチブル
lパッケ－ジ : 40ピン475milプラスチックZIP （ZIP40-P-475-1.27）（製品名：MSM518121A-xxZS）

: 40ピン400milプラスチックSOJ （SOJ40-P-400-1.27）（製品名：MSM518121A-xxJS）
xxは、スピードランクを表す。

¡ 電子デバイス
MSM518121A
131,072-Word×8-Bit MULTIPORT DRAM

主要特性� 記号� －70 －80 －10
RASアクセスタイム� tRAC 70ns 80ns 100ns
CASアクセスタイム� tCAC 20ns 25ns 25ns
カラムアドレスアクセスタイム� tAA 35ns 40ns 50ns
RAMサイクルタイム� tRC 140ns 150ns 180ns
ページモードサイクルタイム� tPC 45ns 50ns 55ns
シリアルアクセスタイム� tSCA 25ns 25ns 25ns
SAMサイクルタイム� tSCC 30ns 30ns 30ns
RAM動作電流� ICC1 85mA 75mA 65mA
SAM動作電流� ICC2A 50mA 45mA 40mA
RAM/SAMスタンバイ電流� ICC2 8mA 8mA 8mA
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n 端子接続（上面図）
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ピン名称� 機　能�
A0～A8 アドレス入力�
RAS ロウアドレスストローブ�
CAS カラムアドレスストローブ�
DT/OE データ転送／出力イネーブル�
WB/WE ライトパービット／ライトイネーブル�
W1/IO1～W8/IO8 ライトマスク／データ入出力�
SC シリアルクロック�
SE シリアルイネーブル�
SIO1～SIO8 シリアルデータ入出力�
VCC/VSS 電源（5V）／グランド（0V）�
NC 無接続�

注記：全てのVCCピンには同一の電源電圧を印加して下さい。また全てのVSSピンにも同一の
電源電圧を印加して下さい。
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n 回路構成
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n 電気的特性
l絶対最大定格

記号�項目� 定格値� 単位�
端子電圧�

条件�
VT Ta＝25℃、VSSに対して� －1.0～7.0 V

出力短絡電流� IOS Ta＝25℃� 50 mA
許容損失� PD Ta＝25℃� 1 W
動作温度� Topr ―� 0～70 ℃�
保存温度� Tstg ―� －55～150 ℃�

l推奨動作条件

記号�項目� Max. 単位�
電源電圧� VCC 5.5 V
高レベル入力電圧� VIH 6.5 V
低レベル入力電圧� VIL 0.8 V

（Ta＝0～70℃）�
Typ.
5.0
―�
―�

Min.
4.5
2.4
－1.0

l端子容量

記号�項目� Max. 単位�
入力容量� CI 7

pF
入出力容量� CIO 9

（Ta＝25℃, f＝1MHz, 推奨印加電圧範囲内において）�
Min.
―�
―�

l直流特性-1（推奨動作条件において）

記号�項目� Max. 単位�
高レベル出力電圧� VOH ―�

V
低レベル出力電圧� VOL 0.4

入力リーク電流� ILI 10

Min.
2.4
―�

－10

条件�
IOH＝－2mA
IOL＝2mA

0≦VIN≦VCC、�
他入力＝0V

出力リーク電流� ILO 10－100≦VOUT≦5.5V、�
出力はディセーブル�

mA
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l直流特性-2

RAMポート� SAMポート� 記号� 注記�単位�
Max.
-10

Max.
-80

Max.
-70

スタンバイ�
動作�

ICC1
ICC1A

85
120

75
110

65
100

1, 2
1, 2

動作平均電流�

スタンバイ�
動作�

ICC2
ICC2A

8
50

8
45

8
40

3
1, 2

スタンバイ電流�

スタンバイ�
動作�

ICC3
ICC3A

85
120

75
110

65
100

1, 2
1, 2

RASオンリィリフレッシュ電流�

スタンバイ�
動作�

ICC4
ICC4A

70
120

65
110

60
100

1, 2
1, 2

ページモード電流�

スタンバイ�
動作�

ICC5
ICC5A

85
120

75
110

65
100

1, 2
1, 2

CASビフォアRASリフレッシュ電流�

スタンバイ�
動作�

ICC6
ICC6A

85
120

75
110

65
100

1, 2
1, 2

データ転送電流�

mA

（VCC＝5V±10%, Ta＝0～70℃）�

注記： 1. これらの値は、出力負荷に依存します。規格の最大値は、全て出力解放状態での値です。
2. これらは、最小サイクルタイムでの値です。
3. ICC2の最大値は、TTL入力レベルの時の値です。



6/32

MSM518121A l

l交流特性

項目� 記号� 注記�単位�
Max.Min.

-10

ランダムリード、ライトサイクル時間� tRC 180 ―�

ns

Max.Min.
-80

150 ―�

Max.Min.
-70

140 ―�
リードモディファイライトサイクル時間� tRWC 235 ―�195 ―�195 ―�
高速ページモードサイクル時間� tPC 55 ―�50 ―�45 ―�
ページリードモディファイライトサイクル時間�tPRWC 100 ―�90 ―�90 ―�
RASアクセス時間� tRAC ―� 100 7, 13―� 80―� 70
カラムアドレスアクセス時間� tAA ―� 55 7, 13―� 40―� 35
CASアクセス時間� tCAC ―� 25 7, 14―� 25―� 20
CASプリチャージアクセス時間� tCPA ―� 50 7, 14―� 45―� 40
出力バッファターンオフ遅れ時間� tOFF 0 20 90 200 20
立ち上がり、立ち下がり時間� tT 3 35 63 353 35
RASプリチャージ時間� tRP 70 ―�60 ―�60 ―�
RASパルス幅� tRAS 100 10k80 10k70 10k
RASパルス幅（高速ページのみ）� tRASP 100 100k80 100k70 100k
RASホールド時間� tRSH 25 ―�25 ―�20 ―�
CASホールド時間� tCSH 100 ―�80 ―�70 ―�
CASパルス幅� tCAS 25 10k25 10k20 10k
RAS・CAS遅れ時間� tRCD 20 75 1320 5520 50
RAS・カラムアドレス遅れ時間� tRAD 20 50 1315 4015 35
カラムアドレス・RASリード時間� tRAL 55 ―�40 ―�35 ―�
CAS・RASプリチャージ時間� tCRP 10 ―�10 ―�10 ―�
CASプリチャージ時間� tCPN 10 ―�10 ―�10 ―�
CASプリチャージ時間（高速ページのみ）� tCP 10 ―�10 ―�10 ―�
ロードアドレスセットアップ時間� tASR 0 ―�0 ―�0 ―�
ロードアドレスホールド時間� tRAH 10 ―�10 ―�10 ―�
カラムアドレスセットアップ時間� tASC 0 ―�0 ―�0 ―�
カラムアドレスホールド時間� tCAH 15 ―�15 ―�15 ―�
カラムアドレスホールド時間（RAS基準）� tAR 70 ―�55 ―�55 ―�
リードコマンドセットアップ時間� tRCS 0 ―�0 ―�0 ―�
リードコマンドホールド時間（CAS基準）� tRCH 0 ―� 100 ―�0 ―�
リードコマンドホールド時間（RAS基準）� tRRH 0 ―� 100 ―�0 ―�
ライトコマンドホールド時間� tWCH 15 ―�15 ―�15 ―�
ライトコマンドホールド時間（RAS基準）� tWCR 70 ―�55 ―�55 ―�
ライトコマンドパルス幅� tWP 15 ―�15 ―�15 ―�
ライトコマンド・RASリード時間� tRWL 25 ―�20 ―�20 ―�
ライトコマンド・CASリード時間� tCWL 25 ―�20 ―�20 ―�
データ入力セットアップ時間� tDS 0 ―� 110 ―�0 ―�
データ入力ホールド時間� tDH 15 ―� 1115 ―�15 ―�
データ入力ホールド時間（RAS基準）� tDHR 70 ―�55 ―�55 ―�
ライトコマンドセットアップ時間� tWCS 0 ―� 120 ―�0 ―�
RAS・WE遅れ時間� tRWD 130 ―� 12100 ―�100 ―�
カラムアドレス・WE遅れ時間� tAWD 80 ―� 1265 ―�65 ―�
CAS・WE遅れ時間� tCWD 55 ―� 1245 ―�45 ―�

（VCC＝5V±10%, Ta＝0～70℃） 注記: 4, 5, 6
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項目� 記号� 注記�単位�
Max.Min.

-10

データ入力・OE遅れ時間� tDZO 0 ―�

ns

Max.Min.
-80

0 ―�

Max.Min.
-70

0 ―�
OEアクセス時間� tOEA ―� 25 7―� 20―� 20
OE出力バファターンオフ時間� tOEZ 0 20 90 100 10
OEデータ入力遅れ時間� tOED 20 ―�10 ―�10 ―�
OEコマンドホールド時間� tOEH 20 ―�10 ―�10 ―�
OE・RASホールド時間� tROH 15 ―�15 ―�15 ―�
CASセットアップ時間（CBR）� tCSR 10 ―�10 ―�10 ―�
CASホールド時間（CBR）� tCHR 10 ―�10 ―�10 ―�
RAS・CASプリチャージ時間� tRPC 0 ―�0 ―�0 ―�
リフレッシュ時間� tREF ―� 8―� 8―� 8
WBセットアップ時間� tWSR 0 ―�0 ―�0 ―�
WBホールド時間� tRWH 15 ―�15 ―�15 ―�
マスクデータセットアップ時間� tMS 0 ―�0 ―�0 ―�
マスクデータホールド時間� tMH 15 ―�15 ―�15 ―�
データ転送禁止セットアップ時間� tTHS 0 ―�0 ―�0 ―�
データ転送禁止ホールド時間� tTHH 15 ―�15 ―�15 ―�
データ転送コマンドセットアップ時間� tTLS 0 ―�0 ―�0 ―�
データ転送コマンドホールド時間� tTLH 15 10k15 10k15 10k
RAS・DTホールド時間� tRTH 80 10k65 10k60 10k
カラムアドレス・DTホールド時間� tATH 30 ―�30 ―�25 ―�
CAS・DTホールド時間� tCTH 25 ―�25 ―�20 ―�
SE・RASセットアップ時間� tESR 0 ―�0 ―�0 ―�
SE・RASホールド時間� tREH 15 ―�15 ―�15 ―�
DT・RASプリチャージ時間� tTRP 70 ―�60 ―�60 ―�
DTプリチャージ時間� tTP 30 ―�20 ―�20 ―�
RAS・第1SC遅れ時間� tRSD 100 ―�80 ―�70 ―�
カラムアドレス・第1SC遅れ時間� tASD 50 ―�45 ―�45 ―�
CAS・第1SC遅れ時間� tCSD 25 ―�25 ―�20 ―�
最終SC・DTリード時間� tTSL 5 ―�5 ―�5 ―�
DT・第1SC遅れ時間� tTSD 15 ―�15 ―�15 ―�
最終SC・RASセットアップ時間� tSRS 30 ―�25 ―�25 ―�
RAS・第1SCホールド時間� tSRD 25 ―�20 ―�20 ―�
RAS・シリアル入力遅延時間� tSDD 50 ―�40 ―�40 ―�
シリアル出力バッファターンオフ時間� tSDZ 10 50 910 4010 40
SCサイクルタイム� tSCC 30 ―�30 ―�30 ―�
SCパルス幅� tSC 10 ―�10 ―�10 ―�

ms

ns

データ入力・CAS遅れ時間� tDZC 0 ―�0 ―�0 ―�

SCプリチャージ時間� tSCP 10 ―�10 ―�10 ―�
SCアクセス時間� tSCA ―� 25 8―� 25―� 25
シリアル出力ホールド時間� tSOH 5 ―�5 ―�5 ―�
シリアル入力セットアップ時間� tSDS 0 ―�0 ―�0 ―�
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項目� 記号� 注記�単位�
Max.Min.

-10

ns

Max.Min.
-80

Max.Min.
-70

シリアル入力ホールド時間� tSDH 15 ―�15 ―�15 ―�
SEアクセス時間� tSEA ―� 25 8―� 25―� 25
SEパルス幅� tSE 25 ―�25 ―�25 ―�
SEプリチャージ時間� tSEP 25 ―�25 ―�25 ―�
SEシリアル出力バッファターンオフ時間� tSEZ 0 20 90 200 20
シリアル入力・SE遅れ時間� tSZE 0 ―�0 ―�0 ―�
シリアル入力・第1SE遅れ時間� tSZS 0 ―�0 ―�0 ―�
シリアルライトイネーブルセットアップ時間� tSWS 5 ―�5 ―�5 ―�
シリアルライトイネーブルホールド時間� tSWH 15 ―�15 ―�15 ―�
シリアルライトディセーブルセットアップ時間�tSWIS 5 ―�5 ―�5 ―�
シリアルライトディセーブルホールド時間� tSWIH 15 ―�15 ―�15 ―�

注記: 4. 入力信号のタイミングを測定する場合には、VIH（min）とVIL（max）が基準となります。
5. 電源投入後、電源電圧が規定の4.5V以上に達してから、200ms以上のポ－ズ時間を取って下
さい。その後、8サイクルのRASダミ－サイクルと、8サイクルのSCダミ－サイクルが必要
です。

6. tT = 5nsにて測定。
7. RAMポ－トの出力は、100 pFと1TTL負荷で測定されます。
出力比較レベルは、2.4/0.8V。

8. SAMポ－トの出力は、30 pFと1TTL負荷で測定されます。
出力比較レベルは、2.0/0.8V。

9. tOFF（max）、tOEZ（max）、tSDZ（max）、tSEZ（max）は、出力がオ－プン回路状態にな
り、出力電圧レベルが測定不可能になるまでの時間と定義されます。

10. tRCH、tRRHは、どちらか一方が満足されていれば、動作が保証されます。
11. これらのパラメ－タは、ア－リ－ライトサイクルの場合は、CASの立ち下がりエッジか

ら、OEコントロ－ルサイクルとリ－ドモディファイライトサイクルの場合は、WB/WEの立
ち下がりエッジから測定されます。

12. tWCS、tRWD、tCWD、tAWDは、動作モ－ドを規定する点で、メモリの動作限界点ではありま
せん。tWCS≧ tWCS（min）の場合は、ア－リ－ライトサイクルとなり、出力端子はオ－プ
ン（高インピ－ダンス）状態となります。

tCWD≧tCWD（min）、tRWD≧tRWD（min）、tAWD≧tAWD（min）の場合は、リ－ドモディ
ファイライトサイクルとなり、デ－タは、選択セルの情報になります。上記以外のタイミ
ングの場合、出力は不確定になります。

13. tRCD（max）は、動作の限界を示すのではなく、tWCS（max）を保証する点を示します。
もし、tRCD≧tRCD（max）となった場合、アクセスタイムはtCACで決定されます。

14. tRAD（max）は、動作の限界を示すのではなく、tWCS（max）を保証する点を示します。
もし、tRAD≧tRAD（max）となった場合、アクセスタイムは tAAで決定されます。

15. 交流特性測定時の入力レベルは3.0V/0Vです。



MSM518121A l

9/32

n タイミングチャート

lリ－ドサイクル　

��
: "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

IN

OUT

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH
VIL

–
–��
��
��
������������������� ����
����
����

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–

tRC

tRAS tRP

tAR

tCSH
tCRP tRCD tRSH tCPN

tCAS

tRAD tRAL

tASR tRAH tASC tCAH

Row Address Column Address

tRCS

tRCH
tRRH

tROH
tTHS tTHH

tOEAtDZO

tCAC
tAA

tRAC

tOFF

tOEZ

Open Valid Data-out
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lライトサイクル（ア－リ－ライト）

��
: "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

IN

OUT

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–

��
��
��
��
����
�������� �����������������������������

tRC

tRAS tRP

tAR

tCSH

tCRP tRCD tRSH

tCAS

tCPN

tRAD tRAL

tASR tRAH tASC tCAH

Row Address Column Address

tWSR tRWH tWCS tWCH

tWP

tWCR tCWL
tRWLtTHS tTHH

tMS tMH tDS tDH

WM1 Data Valid Data-in

tDHR

Open

*1

*1 WB/WE�

0�

1

W1/IO1～W8/IO8�

WM1 data�

Don’t Care

Cycle�

Write per bit�

Normal Write

WM1 data: 0:  Write Disable�
1:  Write Enable
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lライトサイクル（OEコントロ－ルライト）

��
: "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

IN

OUT

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–

������������ ���������������� ��������������

tRC

tRAS tRP

tAR

tCSH
tCRP tRCD tRSH tCPN

tCAS

tRAD tRAL

tASR tRAH tASC tCAH

Row Address Column Address

tCWL

tRWL

tWP

tWSR tRWH

*1

tWCR

tOEHtTHS

tMS tMH tDS tDH

WM1 Data Valid Data-in

tDHR

Open

*1 WB/WE�

0�

1

W1/IO1～W8/IO8�

WM1 data�

Don’t Care

Cycle�

Write per bit�

Normal Write

WM1 data: 0:  Write Disable�
1:  Write Enable
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lリ－ドモディファイライトサイクル

��
: "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

IN

OUT

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–

������������� �������� �������������

tRWC

tRAS tRP

tAR

tCSH

tCRP tRCD tRSH tCPN

tRAD

tASR tRAH tASC tCAH

Row Address Column Address

tWSR tRWH

����
tRCS tCWD

tCWL

tRWL

tWP*1 tAWD

tRWD

tTHS tTHH tOEH

tDZC
tMS tMH tDZO

tOED

tDS

tDH

WM1 Data Valid
Data-intOEA

tCAC
tAA

tRAC
tOEZ

Open Valid
Data-out

tCAS

*1 WB/WE�

0�

1

W1/IO1～W8/IO8�

WM1 data�

Don’t Care

Cycle�

Write per bit�

Normal Write

WM1 data: 0:  Write Disable�
1:  Write Enable
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l高速ペ－ジモ－ドリ－ドサイクル

��
: "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

IN

OUT

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–

–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–

�������������������������� ���������� ��������������

tRASP tRP

tAR tPC

tCRP tRCD

tCAS

tCP

tCAS

tCP

tRSH

tCAS tCPN

tRAD
tCSH

tASR
tRAH tASC tCAH tASC

tCAH tRAL
tASC tCAH

Row
Address

Column
Address 1

Column
Address 2

Column
Address n

tRCS

tRCH
tRCS

tRCH
tRCS

tRCH

tRRH

tTHS tTHH

tDZO
tCPA tCPA

tOEA
tCAC

tAAtRAC

tOFF

tOEZ

tOEA

tCAC

tAA

tOFF

tOEZ

tOEA

tCAC

tAA

tOFF

tOEZ

Open Data-out 1 Data-out 2 Data-out n
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l高速ペ－ジモ－ドライトサイクル（ア－リ－ライト）

��
: "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

IN

OUT

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–

–

VIH

VIL

–

–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–

������������������� ����������������������������������������

tRASP tRP

tAR tPC

tCRP tRCD

tCAS

tCP

tCAS

tCP tCAS

tRSH

tCPN

tRAD
tCSH

tASR
tRAH tASC tCAH tASC

tCAH
tASC

tRAL

tCAH

Row
Address

Column
Address 1

Column
Address 2

Column
Address n

tWCR

tWSR
tRWH tWCS tWCH

tWP

tWCS

tWCH

tWP

tWCS

tWCH

tWP

tTHS tTHH

tCWL tCWL tCWL

tRWL

tMH

tMS tDS
tDH tDS

tDH
tDS

tDH

tDHR

WM1
Data Data-in 1 Data-in 2 Data-in n

Open

*1 WB/WE�

0�

1

W1/IO1～W8/IO8�

WM1 data�

Don’t Care

Cycle�

Write per bit�

Normal Write

WM1 data: 0:  Write Disable�
1:  Write Enable
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l高速ペ－ジモ－ドリ－ドモディファイライトサイクル

��
: "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

IN

OUT

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–

–

VIH

VIL

–

–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–

������������ ���� ��������

tRASP
tRPtAR

tCSH

tPRWC tRSH

tRCD

tCAS

tCP

tCAS

tCP

tCAS

tASC

tASR
tRAH tCAH tCWL

tASC
tCAH tCWL

tASC
tCAH

tCWL

tRWL

Row
Address

Column
Address 1

Column
Address 2

Column
Address n

tRWHtWSR tWP tWP tWP

*1 tCWD tCWD tCWD

tRWD

tTHS
tTHH

tRFH

tMH
tMS

tDZO

tDZC

tDS

tOED tDH

tDZO

tDZC
tOED

tDS

tDH

tDZO

tDZC

tDS

tOED tDH

WM1
Data

Data-
in 1

Data-
in 2

Data-
in ntOEA

tCAC

tAA

tRAC

tOEZ

tOEA

tCAC

tAA

tOEZ

tOEA

tCAC tOEZ

tAA

Data-
out 1

Data-
out 2

Data-
out n

*1 WB/WE�

0�

1

W1/IO1～W8/IO8�

WM1 data�

Don’t Care

Cycle�

Write per bit�

Normal Write

WM1 data: 0:  Write Disable�
1:  Write Enable
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l  RASオンリィリフレッシュサイクル　

�� : "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–

–

VIH

VIL

–

–

VIH
VIL

–
– �������������������������������������������������VOH

VOL

–
–

tRC

tRAS tRP

tCRP tRPC tCRP

tASR tRAH

Row Address

tTHS tTHH

Open



MSM518121A l

l CAS RAS
 

RAS

CAS
VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

tRP

tRC

tRP

tRAS

tRPC

tCSR
tCPN tCHR

Inhibit Falling Transition

tRPC
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�� : "H" or "L"

WB/WE

DT/OE

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH

VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
– ��������������������tOFF

Open

Note:  A0 ~ A8 = Don't care ("H" or "L")

 



MSM518121A l

18/32

lヒドゥンリフレッシュサイクル

��
: "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

W1/IO1 ~
W8/IO8

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–

–

VIH

VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–�� ��������������� �������������

tRC tRC

tRAS

tAR

tRP tRAS tRP

tCRP tRCD tRSH tCHR tCPN

tRAD tRAL

tASR tRAH tASC tCAH

Row Address Column
Address

tRCS tRRH

tWSR

tRWH

tTHS tTHH tROH

tOEZ

tOFF

tOEA

tCAC
tAA

tOFF

tOEZ

Valid Data-out
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lリ－ド転送サイクル（前回の転送がライト転送時）

�� : "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–

–

VIH

VIL

–

–

VIH
VIL

–
–

W1/IO1 ~
W8/IO8

��� ���
������������������������ ������
�������

VOH
VOL

–
–

SC
VIH
VIL

–
–

IN
VIH

VIL

–

–

OUT
VOH
VOL

–
–

SIO1 ~
SIO8

tRC

tRAS tRP

tAR

tCSH

tCRP tRCD tRSH tCPN

tCAS

tASR tRAH

tRAD
tASC tCAH

tRAL

Row Address SAM Start Address

A0 ~ A7: TAP
tWSR tRWH

tTRP

tTLS tTLH tTP

tASD

tOFF
tRSD

tCSD

tSRS

tSC

tTSD tSCC

tSCP tSC tSCP

Inhibit Rising Transient

tSDS tSDH tSZS

Valid Data-in

tSCA tSOH

Valid
Data-out

Note:  SE = VIL
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lリアルタイムリ－ド転送サイクル

���� : "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH

VIL

–

–

VIH
VIL

–
–

W1/IO1 ~
W8/IO8

VOH
VOL

–
–

SC
VIH
VIL

–
–

IN
VIH

VIL

–

–

OUT
VOH
VOL

–
–

SIO1 ~
SIO8

Note:  SE = VIL

��������
�������������� ������������

tRC

tRAS tRP

tAR

tCSH

tCRP tRCD tRSH

tCAS

tCPN

tRAD

tASR tRAH tASC tCAH

tRAL

Row Address SAM Start Address

A0 ~ A7: TAP
tWSR tRWH tATH

tCTH tTRP

tTLS tRTH tTP

tOFF

tSCC

tSC tSCP
tTSL tTSD

tSCA

tSOH

Open
tSCA

tSOH

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Previous Row Data New Row Data
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l擬似ライト転送サイクル

�� : "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH

VIL

–

–

VIH
VIL

–
–

SC
VIH
VIL

–
–

SIO1 ~
SIO8

��� ���

����
�� ��������� ���������
�� �
�����
�����

VOH
VOL

–
–

W1/IO1 ~
W8/IO8

VOH
VOL

–
–OUT

IN
VIH
VIL

–
–

SE
VIH
VIL

–
–

tRC

tRAS tRP

tAR

tCSH
tCRP tRCD tRSH

tCAS

tCPN

tASR tRAH

tRAD
tASC

tRAL

tCAH

Row Address SAM Start Address

A0 ~ A7: TAP
tWSR tRWH

tTLS tTLH

tOFF

Open
tSRD tSCC

tSCP tSC tSCPtSRS

Inhibit Rising Transient
tSC

tESR tREH tSWS

tSDD
tSDZ

tSEZ

tSDS tSDH

Valid
Data-in

tSCA

Valid Data-out
Valid

Data-out Open

tSOH

Serial Output Data Serial Input Data
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lライト転送サイクル

���� : "H" or "L"

RAS

CAS

A0 ~ A8

WB/WE

DT/OE

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

VIH

VIL

–

–

VIH
VIL

–
–

SC
VIH
VIL

–
–

SIO1 ~
SIO8

VOH
VOL

–
–

W1/IO1 ~
W8/IO8

VOH
VOL

–
–OUT

IN
VIH
VIL

–
–

SE
VIH
VIL

–
–

��� ���

������
��������������������

�
�����
�����

tRC

tRAS tRP

tAR

tCRP

tCSH

tRCD tRSH

tCAS

tCPN

tRAD

tASR tRAH tASC

tRAL

tCAH

Row Address SAM Start Address

A0 ~ A7: TAP
tWSR tRWH

tTLS tTLH

tOFF

Open
tSRD tSCC

tSCP tSC tSCPtSRS

Inhibit Rising Transient
tSC

tESR tREH tSWS

tSDS tSDH

Valid Data-in

tSDS tSDH

Valid
Data-in

Valid
Data-in

Open

Previous
Row Data

New Row Data
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lシリアルリ－ドサイクル　（SE = VIL）　

lシリアルリ－ドサイクル（SEコントロ－ル出力） ��
: "H" or "L"

RAS

DT/OE

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

SC
VIH
VIL

–
–

Note:  SE = VIL

�������� ����������
VOH
VOL

–
–

SIO1 ~
SIO8

tTHS tTHH

tSCC tSCC tSCC tSCC tSCC

tSC tSC tSC tSC tSC

tSCP tSCP tSCP tSCP tSCP tSCP
tSCA tSCA tSCA tSCA tSCA

tSOH tSOH tSOH tSOH tSOH

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out

�� : "H" or "L"

RAS

DT/OE

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

SC
VIH
VIL

–
– ������������ ��������
�

SE
VIH
VIL

–
–

IN

OUT

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–

SIO1 ~
SIO8

tTHS tTHH

tSCC tSCC tSCC tSCC tSCC

tSC tSC tSC tSC tSC

tSCP tSCP tSCP tSCP tSCP tSCPtSEP

tSZE

tSCA

tSOH tSEZ

tSEA

tSCA

tSCA

tSOH

tSCA

tSOH

OpenValid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out

Valid
Data-out
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lシリアルライトサイクル（SE = VIL）

lシリアルライトサイクル（SEコントロ－ル入力） ��
: "H" or "L"

RAS

DT/OE

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

SC
VIH
VIL

–
–

Note:  SE = VIL

���������� ��������
��������

VIH
VIL

–
–

SIO1 ~
SIO8

tTHS tTHH

tSCC tSCC tSCC tSCC tSCC

tSC tSC tSC tSC tSC

tSDH tSDH tSDH tSDH tSDH
tSCP tSCP tSCP tSCP tSCP tSCP

tSDS tSDS tSDS tSDS tSDS

Valid
Data-in

Valid
Data-in

Valid
Data-in

Valid
Data-in

Valid
Data-in

�� : "H" or "L"

RAS

DT/OE

VIH
VIL

–
–

VIH
VIL

–
–

SC
VIH
VIL

–
–

IN

OUT

VIH
VIL

–
–

VOH
VOL

–
–

SIO1 ~
SIO8

VIH
VIL

–
–

���� ������
������������ ��������

SE

tTHS tTHH

tSCC tSCC tSCC tSCC tSCC

tSC tSC tSC tSC tSC

tSCP tSCP tSCP tSCP tSCP tSCP

tSWIH tSWIH

tSWS

tSWH

tSEP tSWS

tSWH

tSEP tSWS

tSWH

tSWIS
tSE

tSDS tSDH tSDS tSDH

tSE
tSWIS

tSE
tSDS tSDH

Valid
Data-in

Valid
Data-in

Valid
Data-in

Open
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n ピン機能
lA0～A8: アドレス入力

　131,072ワ－ド×8ビットのメモリセルをアクセスする為には、17ビットのアドレス入力が必要で

すが MSM518121Aでは、これをロ－アドレス9ビットと、カラムアドレス8ビットに分割して、そ

れぞれをRASの立ち下がり及びCASの立ち下がりの2回に分けて、A0～A8から入力します。

l RAS: ロ－アドレスストロ－ブ

　RASの立ち下がりによりA0～A8から9ビットのロ－アドレスを取り込みます。更にこの時の
CAS、DT/OE、WB/WE及び、SEのレベルにより、各種の動作モードが決定されます。RAS＝"H"
の時、RAMポ－トは、スタンバイ状態です。

l CAS: カラムアドレスストロ－ブ

　通常のリ－ド／ライトサイクル時はCASの立ち下がりでA0～A7から8ビットのカラムアドレスを
取り込みますが、各転送サイクル時には、CASの立ち下がりでSAMのスタ－トアドレスを取り込
みます。また、リ－ドサイクル時に、RASが"L"レベルのままで、CASをトグリングすることによ
り、高速ペ－ジモ－ド動作が可能です。

l DT/OE: デ－タ転送／出力イネ－ブル

　RASの立ち下がり時にDT/OEのレベルが"H"の場合、そのサイクル中、この端子は出力イネ－ブ
ル（OE）として働きます。リ－ドサイクル中、OE＝"L"で出力バッファはON状態、OE＝"H"で
OFF状態となります。RASの立ち下がり時に、DT/OEのレベルが"L"の場合、デ－タ転送サイクル
となり、RAM-SAM間の転送をコントロ－ルします。

l WB/WE: ライトパ－ビット／ライトイネ－ブル

　リ－ドライトサイクルでは、このピンは標準DRAMのWE端子と、同じ様な働きをします。RAS
の立ち下がり時に、WB/WEが"L"レベルであれば、ライトパ－ビットモ－ドになります。一方、デ
－タ転送サイクルで、RASの立ち下がり時に、WB/WEが"H"レベルであれば、リ－ド転送、"L"レ
ベルであれば、ライト転送となります。

lW1/IO1～W8/IO8: ライトマスク／デ－タ入出力

　RASの立ち下がり時にWB/WEが"L"レベルの時、ライトパ－ビットの為のマスクデ－タ入力とな
ります。W1/IO1～W8/IO8＝"H"でライトイネ－ブル、"L"でライトディセ－ブルとなります。W1/

IO1～W8/IO8は、RASの立ち下がり以後、RAMポ－トの入出力端子として働きます。ライト時に
は、入力端子となり、CAS又はWEのいずれか遅い方の立ち下がり時に、書き込みデ－タを入力し
ます。リ－ド時には、出力端子となり、 tRAC、tCAC、tOEA、tAA、tCPAが全て満足された時、出力
が確定します。また、CAS、OEのいずれか一方が"H"レベルになると、高インピ－ダンス状態にな
ります。
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lSC: シリアルクロック
　SAMポ－トの動作はすべて、SCクロックに同期して行われます。シリアルリ－ド時には、SCの

立ち上がりからtSCA後にSIO1～SIO8に確定出力が得られます。また、シリアルライト時には、SC
の立ち上がりにより、SIO1～SIO8の入力デ－タがラッチされ、SAMに書き込まれます。SCクロッ
クが入力されるたびに、SAMポ－トにある8ビットのシリアルカウンタが＋1され、最終番地
（255）を越えてSCが入力されると、先頭番地（0）に戻って順次アクセスされます。

l SE: シリアルイネ－ブル
　SEは、シリアルアクセス動作のイネ－ブル信号であり、シリアルリ－ド時には出力イネ－ブ
ル、シリアルライト時には入力イネ－ブル端子として働きます。シリアルリ－ド時、SE＝"L"でシ
リアル出力バッファがONし、SE＝"H"でOFFします。シリアルライト時、SE＝"L"で、SAMへの
書き込みが可能となります。
　シリアル入出力いずれの場合も、SEのレベルによらずシリアルクロックは受け付けられて、シ
リアルカウンタは、＋1されます。

lSIO1～SIO8: シリアルデ－タ入出力
　SIO1～SIO8は、SAMポ－トの入出力端子です。リ－ド転送後、SAMは出力モ－ドとなり、SIO1
～SIO8にシリアル出力デ－タが得られます。一方、ライト転送、擬似ライト転送後は、入力モ－
ドとなりSIO1～SIO8よりシリアル入力が行えます。
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n 動作モード
lRAMポート
高速ペ－ジモ－ド
　RASの立ち下がりで、ロ－アドレスを設定した後、RASを"L"レベルにしたままの状態で、複数
のCASサイクルを実行することにより、同一のロ－アドレス上の任意のメモリセルを高速ペ－ジモ
－ドでアクセスできます。この時の、RASの"L"レベル時間は、100ms（max）まで保証されていま
す。
　また、RASの立ち下がり時にライトパ－ビットをセットすると、ペ－ジモ－ドサイクル中の全て
のライト動作は、ライトパ－ビットモ－ドとなります。

RASオンリィリフレッシュ
　CASを"H"レベルにし、RASサイクルを実行することにより、RASの立ち下がり時に取り込まれ
たロ－アドレス上の全てのメモリセルをリフレッシュすることができます。最大8ms以内に、512
の全ロ－アドレスをリフレッシュする必要があります。

CASビフォアRASリフレッシュ
　CASビフォアRASリフレッシュでは、内蔵のリフレッシュアドレスカウンタにより、リフレッ
シュアドレスを与えるため、RASオンリィリフレッシュの様に、A0～A8からアドレスを与える必
要はありません。RASの立ち下がり時に、CASが"L"レベルであれば、1回のリフレッシュが実行さ
れ、内蔵のリフレッシュアドレスカウンタは、自動的に＋1されます。

ヒドゥンリフレッシュ
　リ－ドサイクルで出力が確定した後、CASを"L"レベルにしたままで、RASを立ち上げてプリ
チャ－ジし、再びRASを立ち下げることにより、出力を確定させたまま、CASビフォアRASリフ
レッシュを実行することができます。

ライトパ－ビット機能
　　8つのW/IO端子のうち、指定したビットのみデ－タを書き込み、他のビットには書き込みを禁止
することができます。この機能は、RASの立ち下がり時に、WB/WEを"L"レベルにすることで有効
となり、この時の、W1/IO1～W8/IO8のレベルによりマスクデ－タを設定します。マスクデ－タが
"H"レベルのW/IO端子には書き込みが行われますが、マスクデ－タが "L"レベルのW/IO端子には書
き込みが禁止され、メモリセルのデ－タは変化しません。
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lSAMポート
　MSM518121Aは、256ワ－ド×8ビットのシリアルアクセスメモリ（SAM）を備えていますが、
デ－タ転送期間を除き、RAMポ－トとSAMポ－トは独立非同期にリ－ド/ライトを実行することが
できます。
　SAMポ－トの入出力モ－ドは、前転送サイクルにより決定されます。リ－ド転送実行後、SAM
ポ－トは出力モ－ドとなり、シリアルクロック（SC）を入力することで、256ビットの任意の位置
からデ－タを読み出すことができます。この時のSAMスタ－トアドレスは、前リ－ド転送サイク
ル中のCASの立ち下がりに、A0～A7から取り込まれます。

　擬似ライト転送、又はライト転送後は、SAMポ－トは入力モ－ドとなり、転送時に指定した
SAMのスタ－トアドレスの位置からSAMデ－タが書き込まれます。

lデータ転送
　MSM518121Aは、RAM-SAM間で双方向に256×8ビットのデ－タを転送する機能を備えていま
す。デ－タ転送には全部で3つのタイプがあり、RAS立ち下がり時のCAS、DT/OE、WB/WE、SE
のレベルにより決定されます。

リ－ド転送サイクル
　リ－ド転送はRASの立ち下がり時、CAS＝"H"、DT/OE＝"L"、WB/WE＝"H"とすることで、実
行され、この時に取り込まれたRAMのロ－アドレスに対応する1ロ－分のデ－タ（256×8ビット）
を、SAMにロ－ドする動作モ－ドです。
　リ－ド転送サイクルは、DT/OEの立ち上がりで完了します。また、SAMのスタ－トアドレスは
CASの立ち下がり時のA0～A7から取り込まれます。リ－ド転送完了後、SAMポ－トは、出力モ－
ドになり、SCクロックの立ち上がりに同期し、SAMのスタ－トアドレスからデ－タを読み出せま
す。前回の転送サイクルが、ライト転送、又は擬似ライト転送サイクルの場合、リ－ド転送サイク

ル中のSCは、VIH又はVILレベルに固定し、DT/OEからの遅れ時間tTSD以前に立ち上がらないよう
にして下さい。前回の転送サイクルがリ－ド転送サイクルの場合、リ－ド転送サイクルにおいて、
DT/OEの立ち上がりをSCクロックに同期させることにより、シリアル出力を間断させることな
く、リ－ド転送を行うことが可能です（リアルタイムリ－ド転送）。

　リアルタイムリ－ド転送を行うには、DT/OEを、RAS、CAS、SCに対して、tRTH、tCTH、
tTSDL、tTSDを満足するタイミングで立ち上げる必要があります。
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ライト転送サイクル
　ライト転送は、RASの立ち下がり時に、CAS＝"H"、DT/OE＝"L"、WB/WE＝"L"、SE＝ "L"レベ
ルとすることで実行され、SAMポ－トの256×8ビットのデ－タを、RAMポ－ト中の選択されたロ
－上のメモリセルにロ－ドする動作モ－ドです。
　ライト転送の行われるロ－は、RAS立ち下がり時のロ－アドレスで指定します。また、SAMのス
タ－トアドレスは、CAS立ち下がり時のA0～A7から取り込まれます。ライト転送完了後SAMポ－
トは入力モ－ドになり、SCクロックの立ち上がりに同期して、SAMのスタ－トアドレスからデ－
タを書き込めます。また、ライト転送サイクル中は、SCクロックを停止する必要があります。
　リード転送直後のSAMデータを、ライト転送して再びRAMに格納する場合、以下の点にご注意
下さい。
　リード転送時のXアドレスがA8＝"L"の場合、ライト転送時のXアドレスも、A8＝"L"として下さ
い。また、リード転送時のXアドレスがA8＝"H"の場合、ライト転送時のXアドレスも、A8＝"H"と
して下さい。

擬似ライト転送サイクル
　擬似ライト転送は、SAMの入力モ－ドへの切り替えのみ行い、実際のデ－タ転送を行わない動
作モ－ドで、ライト転送と同様のタイミングで、RAS立ち下がり時に、SE＝"H"とすることで実行
されます。擬似ライト転送サイクルを用いることで、SAMのモ－ド切り替え時の無効なデ－タ転
送を禁止することができます。

SAMスタートアドレスに関する注意
1) SAMスタ－トアドレスを設定するために、すべての転送動作において、CASを入力する必要が
あります。
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n 電源投入
　電源（VCC）投入時はRAS及びDT/OEも、VCCと同時か、もしくは先に"H"レベルになるようにして
下さい。MSM518121Aは基板バイアス発生回路を内蔵している為、電源投入後、電源電圧が規定の

4.5V以上に達した後、200ms以上のポ－ズタイムをおき、周辺回路のイニシャライズの為、8サイクル
のRASダミ－サイクルと8サイクルのSCダミ－サイクルが必要です。イニシャライズ期間中、DT/OE
は"H"レベルを保持して下さい。また、内部リフレッシュカウンタを使用する場合には、8サイクルの

CASビフォアRASリフレッシュのダミ－サイクルが必要です。
　MSM518121Aは、イニシャルセット回路を内蔵しており、電源投入時に、RAS、CAS、DT/OE、
WB/WEが"H"レベルに保持された場合、以下に示しますように自動設定されますが、電源投入過程の
信号レベル等の状態によっては保証できません。従いまして、上記のダミ－サイクル実行後、初期設

定することを推奨します。

電源投入直後�
SAMポート� 入力モード�
VM1レジスタ� ライトイネーブル�
SAMスタート� 不確定�
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（単位：mm）�

n パッケージ寸法図

ZIP40-P-475-1.27

パッケージ材質�

リードフレーム材質�

端子処理方法・材質�

半田メッキ厚�

パッケージ質量（g）�

エポキシ樹脂�

42アロイ�

半田メッキ�

5μm以上�

3.46 TYP.
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表面実装型パッケージ実装上のご注意
　SOP、QFP、TSOP、TQFP、LQFP、SOJ、QFJ（PLCC）、SHP、BGA等は表面実装型パッケージであ
り、リフロー実装時の熱や保管時のパッケージの吸湿量等に大変影響を受けやすいパッケージです。
　したがって、リフロー実装の実施を検討される際には、その製品名、パッケージ名、ピン数、パッケー
ジコード及び希望されている実装条件（リフロー方法、温度、回数）、保管条件などを弊社担当営業ま
で必ずお問い合わせください。

（単位：mm）�

SOJ40-P-400-1.27

パッケージ材質�

リードフレーム材質�

端子処理方法・材質�

半田メッキ厚�

パッケージ質量（g）�

エポキシ樹脂�

42アロイ�

半田メッキ�

5μm以上�

1.70 TYP.




